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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/16/A/203, “Daudzslanu silicija
nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slaniem” paveikto laika posma
01.08.2019.-31.10.20109.

Turpinata 3. aktivitate izgatavoto nanokondensatoru Uz zemas pretestibas Si plaksném
elektrisko parametru mérisana.

Turpinata 3. aktivitaté izgatavotu Si-SiO2-SisNs paraugu fotoelektronu un
termostimulétas eksoelektronu emisijas spektru mérisana.

3. aktivitaté izgatavotie nanokondensatori un Si-SiO2-SisN4 paraugi tika apstaroti ar
1 kGy gamma starojumu.

3.aktivitate izgatavotiem Si-SiO2-SisN4 paraugiem ar daudzslana SisN4 biezumiem 40
un 60 nm tika mériti infrasarkanas absorbcijas spektri ATR-FTIR (Attenuated Total Reflection
Fourier Transform Infrared Spectrometry) rezima (1.att€ls). Lai parbauditu izgatavoSanas
tehnologijas atkartojamibu, Si-SiO2-SisN4 paraugi tika izgatavoti seSos identiskos piegajienos
(procesos). FTIR spektros novéro Si-O-Si, Si-O simetriskas un asimetriskas stiepSanas
svarstibas pie vilnu skaitliem 430, 800 un 1000 cm™. Kimisko sai$u atskiribas starp dazados
procesos izgatavotiem paraugiem nav noverotas.
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1. attéls. Neapstarotu un ar 1 KGy gamma starojumu apstaroto Si-SisN4 paraugu infrasarkanas
absorbcijas spektri.

Projekta rezultati tika apspriesti un prezentéti konferences:

1) L. Avotina, M. Romanova, E. Pajuste, G. Enichek, A. Zaslavskis, Yu. Dekhtyar, G. Kizane.
Electrical Properties of Single and Multilayer Silicon Nitride Dielectric for Applications in
Nanocapacitors. 21st International Conference-School "Advanced Materials and
Technologies 2019": Book of Abstracts, Lithuania, Palanga, 19-23 August, 2019, p.53.

2) L. Avotina, Yu. Dekhtyar, G. Jenichek, G. Kizane, E. Pajuste, M. Romanova, T. Yager, A.
Zaslavskis. Radiation Stability of Multilayer Silicon Nitride Nanocapacitors. 20th
International Conference on Radiation Effects in Insulators: Book of Abstracts,
Kazakhstan, Nur-Sultan, 19-23 August, 2019, p.200.



3)

T. Yager, A. Vilkens, E. Shulzinger, J. Dehtjars, G. Jeniceks, A. Zaslavskis. Investigation
of Electrical Defects of Dielectric Layers of SisN4. RTU 60th International Scientific
Conference, Riga, Latvia, October 17, 2019.

Par projekta istenoSanu un rezultatiem tika stastits studiju kursos:

1)

2)

18.10.2019. RTU bakalaura profesionalas studiju programmas "Medicinas inZenierija un
fizika" studiju kurss "MEE406 Spektroskopijas metodes medicina", 3. un 4. kursa
studentiem. Lekcijas t€éma — “Eksoelektronu emisija dielektrisko materialu izpétei:
Pielietojumi nanoelektronika”. Lekcijas laika tika stastits par virsmas elektrisko stavoklu
izpéti SisNs dielektriki, izmantojot fotoelektronu emisijas spektroskopiju, un elektrisko
stavoklu izp€ti uz robezam starp SisN4 nanoslaniem, izmantojot eksoelektronu emisijas
spektroskopiju.

08.10.2019. RTU magistra profesionalas studiju programmas ‘“Medicinas inZenierija un
fizika” studiju kursa MMK216 “Musdienu fizika inzenierzinatng”, té€ma
“Nanotehnologijas”. Tika stastits par nanokondensatora ar daudzslanu SisNs dielektriki
izgatavosanas tehnologiju, ka arT dielektriska nanoslana morfologijas, kimiska sastava un
elektrisko centru raksturoSanas metodém.

Publicets 27.11.2019.



